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ATtiny25

本書は一般の方々の便宜のため有志に
より作成されたもので、Atmel社とは無関
係であることを御承知ください。しおりの
[はじめに]での内容にご注意ください。

追補B

追補B - 125℃でのATtiny25/V仕様
この文書は125℃までの温度で動作するﾃﾞﾊﾞｲｽを詳述する情報を含みます。この追補では偏
差だけが網羅され、他の全ての情報は完全なﾃﾞｰﾀｼｰﾄで得られます。完全なﾃﾞｰﾀｼｰﾄはwww. 
atmel.comで得られます。

http://www.atmel.com
http://www.atmel.com


2 ATtiny25

1. ﾒﾓﾘ

1.1. ﾃﾞｰﾀ用EEPROM

EEPROMは最低50,000回の消去/書き込み回数があります。

2. 電気的特性

2.1. DC特性

表2-1. DC特性 TA=-40℃～125℃

ｼﾝﾎﾞﾙ 代表 (注1) 単位最大最小項目 条件

0.2VCC-0.5VCC=1.8～2.4V (注2)Lowﾚﾍﾞﾙ入力電圧
(XTAL1,RESETを除く)

VIL
0.3VCCVCC=2.4～5.5V -0.5 (注2)

Lowﾚﾍﾞﾙ入力電圧 (XTAL1)VIL1 0.1VCCVCC=1.8～5.5V -0.5 (注2)

Lowﾚﾍﾞﾙ入力電圧 (RESET)VIL2 0.2VCCVCC=1.8～5.5V -0.5 (注2)

0.2VCC-0.5VCC=1.8～2.4V (注2)Lowﾚﾍﾞﾙ入力電圧
(I/OとしてのRESET)

VIL3
0.3VCCVCC=2.4～5.5V -0.5 (注2)

VCC+0.5VCC=1.8～2.4V 0.7VCC (注3)Highﾚﾍﾞﾙ入力電圧
(XTAL1,RESETを除く)

VIH
0.6VCCVCC=2.4～5.5V VCC+0.5(注3)

0.8VCCVCC=1.8～2.4V VCC+0.5(注3)
Highﾚﾍﾞﾙ入力電圧 (XTAL1)VIH1

0.7VCCVCC=2.4～5.5V VCC+0.5(注3)

V

Highﾚﾍﾞﾙ入力電圧 (RESET)VIH2 0.9VCCVCC=1.8～5.5V VCC+0.5(注3)

VCC+0.5VCC=1.8～2.4V 0.7VCC (注3)Highﾚﾍﾞﾙ入力電圧
(I/OとしてのRESET)

VIH3
0.6VCCVCC=2.4～5.5V VCC+0.5(注3)

IOL=10mA, VCC=5V 0.6
VOL

IOL=5mA, VCC=3V 0.5

Lﾚﾍﾞﾙ出力電圧
(RESET(注6)を除く) (注4)

IOH=-10mA, VCC=5V 4.3
VOH (注5)

IOH=-5mA, VCC=3V 2.5

Hﾚﾍﾞﾙ出力電圧
(RESET(注6)を除く)

I/OﾋﾞﾝLowﾚﾍﾞﾙ入力漏れ電流IIL <0.05 1VCC=5.5V
確実なH/L範囲

µA
I/OﾋﾞﾝHighﾚﾍﾞﾙ入力漏れ電流IIH <0.05 1

RESETﾋﾟﾝ ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗RRST VCC=5.5V, Low入力 6030
kΩ

I/Oﾋﾟﾝ ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗RPU VCC=5.5V, Low入力 5020

VCC=2V, 1MHz 0.3 0.55

活動動作消費電流 VCC=3V, 4MHz 1.5 2.5

VCC=5V, 8MHz 5 8
mA

VCC=2V, 1MHz 0.1 0.2
ICC

ｱｲﾄﾞﾙ動作消費電流 VCC=3V, 4MHz 0.35 0.6

(注7)

VCC=5V, 8MHz 1.2 2

(注7)

VCC=3V, WDT有効 4 20
ﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ動作消費電流 (注8) µA

VCC=3V, WDT禁止 0.2 14

注1: 25℃での代表値です。

注2: Lowﾚﾍﾞﾙの認識が保証される最高電圧です。

注3: Highﾚﾍﾞﾙの認識が保証される最低電圧です。

注4: 各I/Oﾎﾟｰﾄは安定状態(非過渡時)に於いて検査条件(VCC=5Vで10mA、VCC=3Vで5mA)よりも多くの吸い込み電流を流すこ
とができますが、全てのIOLの合計が60mAを超えるべきではありません。IOLが検査条件を超える場合、VOLも仕様書での値
を超えます。表の検査条件よりも大きな吸い込み電流を流すことは保証されません。

注5: 各I/Oﾎﾟｰﾄは安定状態(非過渡時)に於いて検査条件(VCC=5Vで10mA、VCC=3Vで5mA)よりも多くの吐き出し電流を流すこと
ができますが、全てのIOHの合計が60mAを超えるべきではありません。IOHが検査条件を超える場合、VOHも仕様書での値
を超えます。表の検査条件よりも大きな吐き出し電流を流すことは保証されません。

注6: RESETﾋﾟﾝはﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ動作での操作と移行時に高電圧を許容しなければならず、その結果として標準I/Oﾋﾟﾝと比べて弱い
駆動能力を持ちます。(12頁から始まる)表3-19.～22.をご覧ください。

注7: 完全なﾃﾞｰﾀｼｰﾄの25頁の「消費電力の最小化」で記述された方法を用いた外部ｸﾛｯｸでの値です。電力削減が許可(PRR= 
$FF)され、I/Oの駆動はありません。

注8: 低電圧検出器(BOD)禁止です。
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2.2. ｸﾛｯｸ特性

2.2.1. 校正付き内蔵RC発振器精度

工場既定校正よりも高い精度に内蔵発振器を手動校正することが可能です。この発振器周波数が温度と電圧に依存することに注意
してください。電圧と温度の特性は18頁の図3-36.と図3-37.で得られます。

表2-2. 校正付き内蔵RC発振器の校正精度

校正種別 周波数 温度VCC 校正精度 (注1)

工場校正 8.0MHz (注2) 3V ±10%25℃

使用者校正
6～8MHz

内の固定周波数
1.8～5.5V(注3), 2.7～5.5V(注4)

内の固定電圧
±1%

-40～125℃
内の固定温度

注1: 校正点での発振器周波数精度(固定温度と固定電圧)

注2: ATtiny15互換動作での6.4MHz

注3: ATtiny25Vに対する電圧範囲

注4: ATtiny25に対する電圧範囲

2.3. ｼｽﾃﾑとﾘｾｯﾄの特性

2.3.1. 電源ONﾘｾｯﾄ

表2-3. 強化電源ONﾘｾｯﾄ特性 (TA=-40℃～125℃)

ｼﾝﾎﾞﾙ 項目 単位最小 代表 最大

電源ONﾘｾｯﾄ開放閾値電圧 (注1) 1.41.1 1.7VPOR
V

電源ONﾘｾｯﾄ活性閾値電圧 (注2) 1.30.6 1.7VPOA

電源投入時上昇率 0.01SRON V/ms

注: 値は指針だけです。

注1: 電圧上昇時にﾃﾞﾊﾞｲｽがﾘｾｯﾄから開放される閾値電圧です。

注2: 供給電圧がVPOA未満でなければ電源ONﾘｾｯﾄは動作しません(電圧下降時)。

2.4. 低電圧検出 (BOD)

表2-4. BODLEVELﾋｭｰｽﾞ符号化 (VBOT、TA=-40～125℃) (注1)

BODLEVEL2～0 単位最小 代表 最大

1 1 1 低電圧検出(BOD)ﾘｾｯﾄ禁止

1 1 0 1.7 1.8 2.0

1 0 1 2.5 2.7 2.9 V

1 0 0 4.1 4.3 4.5

(予約)0 0 0 ～ 0 1 1

注1: いくつかのﾃﾞﾊﾞｲｽでVBOTが公称最低動作電圧以下の可能性があり
ます。この状態のﾃﾞﾊﾞｲｽについては、製造検査中、VCC=VBOTに落と
して検査されています。これはﾏｲｸﾛ ｺﾝﾄﾛｰﾗの正しい動作がもはや保
証されない電圧になる前に、低電圧検出(BOD) ﾘｾｯﾄが起きることを保
証します。

2.5. 低電圧直列ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ特性

表2-5. 低電圧直列ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ特性 (特記条件を除いて、TA=-40℃～125℃ , VCC=1.8～5.5V)

ｼﾝﾎﾞﾙ 代表 単位最大最小項目

401.8～2.7V

発振器周波数1/tCLCL MHz102.7～4.5V 0

204.5～5.5V 0

2501.8～2.7V

発振器周期tCLCL 1002.7～4.5V

504.5～5.5V

SCKﾊﾟﾙｽHﾚﾍﾞﾙ幅tSHSL 2tCLCL(注1)
ns

SCKﾊﾟﾙｽLﾚﾍﾞﾙ幅tSLSH 2tCLCL(注1)

SCK↑に対するMOSI準備時間tOVSH tCLCL

SCK↑に対するMOSI保持時間tSHOX 2tCLCL

SCK↓に対するMISO出力遅延時間tSLIV 100

注1: fCK＜12MHz時2tCLCL、fCK≧12MHz時3tCLCL。
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2.6. A/D変換器特性

表2-6. A/D変換特性 (TA=-40℃～125℃)

ｼﾝﾎﾞﾙ 代表 単位最大最小項目 条件

10分解能 ﾋﾞｯﾄ

2変換ｸﾛｯｸ=200kHz絶対精度
(INL,DNL,利得,
変位(ｵﾌｾｯﾄ),
量子化誤差を含む)

VCC=4V
VREF=4V

外部基準電圧

3変換ｸﾛｯｸ=1MHz

1.5変換ｸﾛｯｸ=200kHz雑音低
減動作 2.5変換ｸﾛｯｸ=1MHz

LSB
積分性非直線誤差(INL)
(変位,利得誤差校正後)

1

0.5微分性非直線誤差(DNL)

シ
ン
グ
ル 

エ
ン
ド
入
力
変
換

VCC=4V
VREF=4V
変換ｸﾛｯｸ=200kHz 2.5利得誤差

1.5変位(ｵﾌｾｯﾄ)(ｾﾞﾛ)誤差

変換ｸﾛｯｸ周波数 50 1000 kHz

連続変換動作 µs14 280変換時間

VCC2.0AREF
V

VREFGND入力電圧VIN

38.4入力周波数帯域 kHz

10×1
ﾋﾞｯﾄ

10×20
分解能

10.0×1絶対精度 (INL,DNL,利得,
変位(ｵﾌｾｯﾄ),
量子化誤差を含む) 20.0×20

4.0×1積分性非直線誤差(INL)
(変位,利得誤差校正後) 10.0×20

VCC=5V
VREF=4V
変換ｸﾛｯｸ=50～200kHz

LSB

10.0×1
利得誤差

15.0×20

単
極
差
動
入
力
変
換

3.0×1
変位(ｵﾌｾｯﾄ)(ｾﾞﾛ)誤差

4.0×20

変換ｸﾛｯｸ周波数 50 200 kHz

変換時間 連続変換動作 µs70 280

VCC-1.02.0外部基準電圧AREF

VVCCGND入力電圧VIN

VREF/利得差動入力電圧差VDIFF

4入力周波数帯域 kHz

次頁に続く

(訳注) 原書の表2-6.～8.は表2-6.として統合しました。
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表2-6 (続き). A/D変換特性 (TA=-40℃～125℃)

ｼﾝﾎﾞﾙ 代表 単位最大最小項目 条件

10×1
ﾋﾞｯﾄ分解能

10×20

8.0×1絶対精度 (INL,DNL,利得,
変位(ｵﾌｾｯﾄ),
量子化誤差を含む) 8.0×20

4.0×1積分性非直線誤差(INL)
(変位,利得誤差校正後) 5.0×20 LSB

VCC=5V
VREF=4V
変換ｸﾛｯｸ=50～200kHz 4.0×1

利得誤差

両
極
差
動
入
力
変
換

5.0×20

3.0×1
変位(ｵﾌｾｯﾄ)(ｾﾞﾛ)誤差

4.0×20

変換ｸﾛｯｸ周波数 50 200 kHz

変換時間 連続変換動作 µs70 280

VCC-1.02.0外部基準電圧AREF

VVCCGND入力電圧VIN

VREF/利得差動入力電圧差VDIFF

4入力周波数帯域 kHz

10230単極動作
LSBA/D変換出力

511-512両極動作

内部基準電圧 1.21.11.0共
通 VVINT

内部2.56V基準電圧 (注) 2.82.562.3VCC>3V

基準電圧入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽRREF kΩ32

ｱﾅﾛｸﾞ入力ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽRAIN MΩ100

注: 値は指針の意味だけです。

(訳注) 原書の表2-6.～8.は表2-6.として統合しました。
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3. 代表特性
本章内に含まれたﾃﾞｰﾀは主に同じ製法と設計法の類似ﾃﾞﾊﾞｲｽの特徴付けとｼﾐｭﾚｰｼｮﾝに基いています。従って、このﾃﾞｰﾀはﾃﾞﾊﾞｲ
ｽがどう反応するかについての指標として扱われるべきです。

以下の図は代表的な特性を示します。これらの図は製造中に検査されていません。全ての消費電流測定は全I/Oﾋﾟﾝを入力として設
定した内部ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ許可で行われています。電源幅振幅の方形波発振器がｸﾛｯｸ源として使われています。

ﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ動作での消費電力はｸﾛｯｸ選択と無関係です。

消費電流は動作電圧、動作周波数、I/Oﾋﾟﾝの負荷、I/Oﾋﾟﾝの切り替え速度、命令実行、周囲温度のような様々な要素の関数です。
支配的な要素は動作電圧と動作周波数です。

容量性負荷のﾋﾟﾝの引き込み電流は(1つのﾋﾟﾝに対して)　CL(負荷容量)×VCC(動作電圧)×f (I/Oﾋﾟﾝの平均切り替え周波数)　とし
て推測できます。

ﾃﾞﾊﾞｲｽは検査範囲よりも高い周波数特性を示します。ﾃﾞﾊﾞｲｽは注文番号が示す周波数よりも高い周波数での機能特性を保証され
ません。

ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏ許可のﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ動作での消費電流とｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏ禁止のﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ動作での消費電流間の違いは、ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀ
ｲﾏによって引き込んだ(消費した)差電流を表します。

3.1. 活動動作消費電流

図3-1. 活動動作消費電流 対 動作電圧 (内蔵RC発振器,8MHz)

消費電流
ICC (mA)

5

0

2

4

7

1

3

6

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
動作電圧: VCC (V)

TA=25℃
TA=125℃
TA=-40℃

図3-2. 活動動作消費電流 対 動作電圧 (内蔵RC発振器,CKDIV8=ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(0),1MHz)

消費電流
ICC (mA)

1

0.4

0.8

1.4

0.6

1.2

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
動作電圧: VCC (V)

0

0.2

1.6

TA=25℃
TA=125℃
TA=-40℃
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図3-3. 活動動作消費電流 対 動作電圧 (内蔵WDT発振器,128kHz)

消費電流
ICC (µA)

150

250

100

200

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
動作電圧: VCC (V)

50

0

TA=25℃
TA=125℃

TA=-40℃

3.2. ｱｲﾄﾞﾙ動作消費電流

図3-4. ｱｲﾄﾞﾙ動作消費電流 対 動作電圧 (内蔵RC発振器,8MHz)

消費電流
ICC (mA)

1.2

0.2

0.6

1

1.6

0.4

0.8

1.4

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
動作電圧: VCC (V)

0

1.8

TA=25℃
TA=85℃

TA=-40℃

TA=125℃

図3-5. ｱｲﾄﾞﾙ動作消費電流 対 動作電圧 (内蔵RC発振器,CKDIV8=ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(0),1MHz)

消費電流
ICC (µA)

200

50

150

300

0

100

250

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
動作電圧: VCC (V)

400

350

500

450
TA=25℃
TA=85℃
TA=-40℃

TA=125℃
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図3-6. ｱｲﾄﾞﾙ動作消費電流 対 動作電圧 (内蔵WDT発振器,128kHz)

消費電流
ICC (µA)
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動作電圧: VCC (V)
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TA=25℃

TA=85℃

TA=-40℃

TA=125℃

3.3. ﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ動作消費電流

図3-7. ﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ動作消費電流 対 動作電圧 (ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏ禁止)

消費電流
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動作電圧: VCC (V)
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TA=85℃

TA=-40℃

TA=125℃7

8

図3-8. ﾊﾟﾜｰﾀﾞｳﾝ動作消費電流 対 動作電圧 (ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ ﾀｲﾏ許可)
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ICC (µA)

4

6

0

2

8

1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
動作電圧: VCC (V)
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TA=125℃
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3.4. ﾋﾟﾝ ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ

図3-9. I/Oﾋﾟﾝ ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗電流 対 入力電圧 (VCC=1.8V)

ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗
電流
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図3-10. I/Oﾋﾟﾝ ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗電流 対 入力電圧 (VCC=2.7V)

ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗
電流
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図3-11. I/Oﾋﾟﾝ ﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗電流 対 入力電圧 (VCC=5V)
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図3-12. RESETﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗電流 対 入力電圧 (VCC=1.8V)
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図3-13. RESETﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗電流 対 入力電圧 (VCC=2.7V)
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図3-14. RESETﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ抵抗電流 対 入力電圧 (VCC=5V)
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3.5. ﾋﾟﾝ駆動能力

図3-15. I/Oﾋﾟﾝ出力電圧 対 吸い込み電流 (VCC=3V)
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図3-16. I/Oﾋﾟﾝ出力電圧 対 吸い込み電流 (VCC=5V)
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図3-17. I/Oﾋﾟﾝ出力電圧 対 吐き出し電流 (VCC=3V)
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図3-18. I/Oﾋﾟﾝ出力電圧 対 吐き出し電流 (VCC=5V)
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図3-19. RESETﾋﾟﾝ出力電圧 対 吸い込み電流 (VCC=3V)
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図3-20. RESETﾋﾟﾝ出力電圧 対 吸い込み電流 (VCC=5V)
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図3-21. RESETﾋﾟﾝ出力電圧 対 吐き出し電流 (VCC=3V)
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図3-22. RESETﾋﾟﾝ出力電圧 対 吐き出し電流 (VCC=5V)
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3.6. ﾋﾟﾝ 閾値とﾋｽﾃﾘｼｽ

図3-23. I/Oﾋﾟﾝ入力閾値(ｽﾚｯｼｮｰﾙﾄﾞ)電圧 対 動作電圧 (VIH,1読み値)
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図3-24. I/Oﾋﾟﾝ入力閾値(ｽﾚｯｼｮｰﾙﾄﾞ)電圧 対 動作電圧 (VIL,0読み値)
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図3-25. I/Oﾋﾟﾝ入力ﾋｽﾃﾘｼｽ電圧 対 動作電圧
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図3-26. RESET入力閾値(ｽﾚｯｼｮｰﾙﾄﾞ)電圧 対 動作電圧 (VIH,1読み値)
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図3-27. RESET入力閾値(ｽﾚｯｼｮｰﾙﾄﾞ)電圧 対 動作電圧 (VIL,0読み値)
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図3-28. RESET入力ﾋｽﾃﾘｼｽ電圧 対 動作電圧
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3.7. 低電圧検出器(BOD)閾値

図3-29. 低電圧検出器(BOD)閾値(ｽﾚｯｼｮｰﾙﾄﾞ)電圧 対 動作温度 (検出電圧4.3V)
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図3-30. 低電圧検出器(BOD)閾値(ｽﾚｯｼｮｰﾙﾄﾞ)電圧 対 動作温度 (検出電圧2.7V)
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図3-31. 低電圧検出器(BOD)閾値(ｽﾚｯｼｮｰﾙﾄﾞ)電圧 対 動作温度 (検出電圧1.8V)

閾値電圧
VThreshold (V)

1.81

1.795

1.805

1.8

1.815

1.82

1.825

1.835

1.83

1.84

1.845

1.85

-50 -40 -30
動作温度: TA (℃)

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

VCC上昇

VCC下降

図3-32. 内部ﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ電圧 対 動作電圧
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図3-33. 内部ﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ電圧 対 対 動作温度
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3.8. 内部発振器周波数

図3-34. ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ発振器周波数 対 動作電圧
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図3-35. ｳｫｯﾁﾄﾞｯｸﾞ発振器周波数 対 動作温度
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図3-36. 校正済み8MHz内蔵RC発振器周波数 対 動作電圧
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図3-37. 校正済み8MHz内蔵RC発振器周波数 対 動作温度
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図3-38. 校正付き8MHz内蔵RC発振器周波数 対 発振校正(OSCCAL)値
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3.9. 周辺機能部消費電流

図3-39. 低電圧検出器(BOD)消費電流 対 動作電圧
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図3-40. A/D変換器消費電流 対 動作電圧 (AREF=AVCC)
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図3-41. ｱﾅﾛｸﾞ比較器消費電流 対 動作電圧
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図3-42. ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ電流 対 動作電圧
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3.10. ﾘｾｯﾄ消費電流とﾘｾｯﾄ ﾊﾟﾙｽ幅

図3-43. ﾘｾｯﾄ消費(供給)電流 対 周波数 (100kHz～1MHz、RESETﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ電流を除く)
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図3-44. ﾘｾｯﾄ消費(供給)電流 対 周波数 (1MHz～20MHz、RESETﾌﾟﾙｱｯﾌﾟ電流を除く)
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図3-45. 最小ﾘｾｯﾄ ﾊﾟﾙｽ幅 対 動作電圧
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4. 注文情報

4.1. ATtiny25

2.7～5.5V20

速度(MHz) 温度範囲電源電圧ﾃﾞﾊﾞｲｽ 外囲器 (注1) 注文符号 (注2)

ATTINY25V-10MF
10 1.8～5.5V

ATTINY25V-10MFR
20M1ATtiny25 拡張 (-40℃～125℃)

ATTINY25-20MF

ATTINY25-20MFR

注1: 全ての外囲器は鉛ﾌﾘｰ、ﾊﾛｹﾞﾝ化合物ﾌﾘｰで完全に安全で、これらは有害物質使用制限に関する欧州指令(RoHS指令)に
適合します。

注2: 符号識別子は次のとおりです。

 ・ R : ﾃｰﾌﾟとﾘｰﾙ。

20M1

外囲器形式

20ﾊﾟｯﾄﾞ 4×4×0.8mm 0.5mmﾋﾟｯﾁ 4方向平板ﾘｰﾄﾞなし/小ﾘｰﾄﾞ枠外囲器 (QFN/MLF)
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